
エンタングル光子対発生デバイスのための
導波路型波長選択方向性結合器に関する研究

光子対発生領域 光子対分離素子

MgO添加LiNbO3基板上に集積

集積エンタングル光子対発生デバイス

①SiO2マスクパターンの作製
温度:200℃時間:3h

溶融安息香酸

②プロトン交換

③酸素雰囲気中アニール
温度:370℃ 時間:4h

方向性結合器作製手順

パワーP1

パワーP2

特性評価
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所望の波長選択特性が期待できる
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波長選択性を持つ方向性結合器の実現が必要


